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1．はじめに 

a-C:H 薄膜はヨウ素ドーピングにより，光学ギャップの減少や光伝導性を示すことから，電子

デバイスへの応用が期待されている[1,2]．我々はこれまでに，a-C:H薄膜に加え a-CNx:H 薄膜にも，

ヨウ素ドーピングを行うことで光学ギャップなどの光学特性が変化することを示してきた[3,4,5]．

しかし，a-CNx:H へのドーピング後の時間経過に伴う膜質の変化などについては十分に調べられ

てはいない．そこで今回は，a-CNx:Hへのヨウ素ドーピング後の脱ドープ特性について調べた．  

2．実験方法 

有機洗浄した 10 mm角，1 mm厚の溶融石英基板に，RFプラズマ CVD 法を用いて，a-CNx:H 薄

膜を成膜した．その後，化学ドーピング法を用いて，ヨウ素ドーピングを行った．ドーピング後，

時間経過ごとに元素分析，膜厚の測定を行った．  

3．実験結果 

ヨウ素ドープ後の試料の時間経過に伴うヨウ素原子数

濃度および膜厚の変化をそれぞれ図 1,2 に示す．図 1 よ

り，時間経過に伴いヨウ素原子数濃度は減少し，約 2300

時間でドーピング直後の半分以下の値となっていること

が分かる．これは，時間経過に伴いヨウ素が抜ける脱ド

ープが起こっていることを示している．図 2 より，ドー

ピング直後は膜厚が大幅に上昇し，その後時間経過ごと

に減少傾向がみられ，ほぼ元の膜厚に戻っている．高分

子材料においても，ドープや脱ドープによる体積変化が

起こることが知られており，a-CNx:H 薄膜においてもヨウ

素のドープ／脱ドープにより，膜厚変化が起こっていると

考えられる． 
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Fig.1. Elapsed time dependence of 

iodine concentration of an 

a-CNx:H film after doping. 
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Fig.2. Elapsed time dependence of 

film thickness of an a-CNx:H 

film after doping. 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)18p-PA4-13 

© 2019年 応用物理学会 05-068 6.2


